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Alq3 真空蒸着薄膜 分子配向 経時変化
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序  近年 Alq3 (tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum 図(a)) 暗条件下 真空蒸着

非常 大 正 表面電位 発生 報告 [1] 表面電位 膜厚

比例 ~50V/ m 通常(<2V) 10倍以上 表面電

位 Alq3 吸収波長帯 含 可視光照射 消失 巨大表面電位 永久双極

子 持 Alq3分子 薄膜中 配向分布 非中心対称的 生 考

非中心対称性 起源 不明 我 巨大表面

電位 発生 基板 依存 界面相互作用 配向 起源

見出 Alq3薄膜内 分子配向 一次電場変調分光法 評価

製膜法 製膜条件 製膜後 処理条件 分子配向

影響 受 検討 (1)光照射下 真空蒸着 配向度 暗所蒸着下

若干高  (2)蒸着速度 配向度 影響 受  (3)斜 蒸着 場合

配向度 変  (4) 作製 薄膜 非中心対称分子配向 示

結果 得 [2]

一方 巨大表面電位 光照射 解消 光励起 分子 回

転 配向 化 "光誘起配向 化"仮説 光励起 移動

静電遮蔽 巨大表面電位 消失 "光 移動"仮説 提唱

[3] 我 Alq3薄膜内 分子配向 一次電場変調分光法 評価 光照

射 表面電位消失後 膜内 非中心対称分子配向 存在 明 光

移動 巨大表面電位消失 主 要因 示 [4] 光誘

起配向 化 寄与 有無 不明 本発表 光照射下

配向 長期的変化 測定 光誘起配向 化 可能性 検討 結

果 報告

実験  Alq3 ITO 基板上 400nm 厚 真空蒸着 法

表面電位 測定 +18.5V 後 上 Al 真空蒸着 半透明電極

構造 試料 作製 試料 振幅5V 電場1.25 105 V/cm 周波数

137Hz 交流電圧 印加 同期 透過光強度変化 検出

360-800nm 波長範囲 一次電場変調分光測定 行 測定 約1週間 1

度 行 電場変調応答 経時変化 測定 測定 測定 間 試料 夜間以

外 通常 室内照明 曝

結果 考察 Alq3真空蒸着膜 電場変調 例 図(b) 示 電場変調

応答 相対的透過率変化 dT/T 438nm 値 示 経時変化 図(c)

示 測定値 若干 上下 測定 試料 着脱 影響

含 経時変化 指数関数 図(c) 実線 緩和時定



数 5 103日程度 極 大 値

結果 通常 室内照明 暴露 数十日程度 顕著 配向変化 起

薄膜 配向緩和 速 初期緩和

結果 分 Alq3 低分子 分子構造的

主鎖 大域的 配向 規制 要因 Alq3 光誘起配向緩和

挙動 速 大 異 成分 持 可能性 低 考

 Alq3真空蒸着薄膜 非中心対称分子配向 数十日 経時変化 一次電

場変調分光法 測定 有意 配向緩和 分 巨大

表面電位 光照射 緩和 光誘起 移動 支持 結果
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図 (a)Alq3 分子構造
 (b)Alq3真空蒸着薄膜 電場変調 dT/T 相対透過率変化
↑ 値 位置

 (c)電場変調応答 値 438nm 経時変化 実線 指数関数
結果
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